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前言

　　本书是关于半导体器件的导论性读本，适合作为电子工程专业的本科生教材和对固态电子器件感
兴趣的学生的参考书，也可作为工程技术人员和科技工作者更新其现代电子学知识的参考读本。
本书在内容安排上力求使具有大学二年级物理知识的学生进一步深化其专业知识，最终能够阅读并理
解当前大多数论述新型器件及其应用方面的专业文献。
　　目标　　为本科生开设的电子器件方面的课程有两个基本目的：（1）让学生对现有的器件有透
彻的理解，使他们能够更好地学习和理解后续的电子线路和电子系统课程，（2）引导和帮助学生掌
握分析器件的基本方法，使他们以后能够将其应用于各种新型器件的研发与应用。
从长远来看，第二个目的具有更重要的意义，因为从事电子学领域的工程师和科学家在其工作中需要
不断地学习和掌握将来的新器件和新工艺。
基于这样的考虑，我们尝试把半导体材料和固体导电机理两方面的基本知识融合到一起，这种做法也
反复出现在介绍新型器件的文献中。
这些知识在一些概论性课程中常常被省略了，因为一般认为并不需要理解结和晶体管的基本原理。
但我们认为，培养学生的一个重要目的就是要让学生能够通过阅读最新的专业文献来理解新器件，而
上述观点却忽视了这一点。
因此，本书介绍了大多数常用的半导体术语和概念，它们和很多电子器件都有紧密的联系。
　　参考读物　　为培养学生自学新技术的能力，每章的后面都附了一些可供学生自由选读的参考文
献。
我们并不期望学生能够读遍所推荐的所有文章，但尽可能多地阅读一些相关的文献会有助于学生的知
识更新，并为自我继续教育打下良好基础。
同时，我们在每一章的末尾归纳总结了本章的重要概念。
习题　　学好本书的关键之一是多做课后的习题，以便加深理解并透彻掌握基本概念。
每章的后面都有一定量的习题，其中一小部分是很简单的“附加”题，用以扩展或深化每章的内容。
而且，我们还设置了“自我测验”题目，用以检测学生对基本概念的理解。
单位　　为达到上述目标，本书中的例题和习题所采用的单位都是半导体文献中常用的。
一般情况下均采用MKS单位制，但有时采用厘米作为长度单位更方便。
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内容概要

　　《固态电子器件(第6版)》是介绍半导体器件工作原理的经典入门教材，其主要内容包括固体物理
基础和半导体器件物理两大部分，同时也涵盖半导体晶体结构与材料生长技术、集成电路原理与制造
工艺以及光电子器件与高频大功率器件等相关内容。
　　《固态电子器件(第6版)》注重基本物理概念，强调理论联系实际，可作为高等院校电子信息类专
业“固态器件与电路”专业基础课的教材，也可供相关领域的研究人员和技术人员参考。
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章节摘录

　　第2章 原子和电子　　既然本书主要是介绍固态电子器件，似乎就应该直接切入主题，而不该花
费过多的篇幅阐述原子理论、量子力学以及电子模型等内容。
但是，固态器件的很多性质恰恰与这些内容直接相关。
举个例子来说，如果不了解电子以及电子与品格相互作用的背景知识，就难以理解半导体器件中电子
是如何传输的。
有鉴于此，本章将着重围绕以下两点电子的重要性质展开讨论：（1）原子中的电子结构，（2）原子
和受激发电子的互作用规律（如光的吸收和发射）。
只有理解了原子中的电子能量，才能理解半导体品格对参与固体导电的电子有何影响.我们的讨论涉及
电子和光子的互作用规律，这是描述光激发半导体导电性改变、光敏器件以及激光器性质的基础。
　　本章首先回顾一下与现代原子物理有关的一些实验观察，然后简要介绍量子力学理论。
着重介绍的内容是：按照量子规則，原子中的电子被限制在特定的能级上；原子中的电子结构由量子
条件决定；这种“量子化”决定了电子的跃迁以及跃迁时能量的释放和吸收。
　　2.1 物理模型介绍　　科学的主要任务就是尽可能完整、简明地阐述事物运动的本质规律。
物理学的任务是观察自然现象，并把观察结果同以前的理论联系起来，最终根据观察结果建立物理模
型。
例如，我们之所以能够容易地描述弹簧下悬挂的重物所发生的周期性运动，是因为方便地利用了牛顿
经典力学已经建立起来的描述简谐运动规律的微分方程。
　　研究新的物理现象时，有必要分析一下这些现象是否与现有的物理模型和物理规律相吻合。
在绝大多数情况下，我们只要根据新问题的特定条件，把已知规律的数学表达式直接加以修正，便可
应用于解决新的问题。
实际上，这种情况并不少见，科学家或者工程师只需要仔细研究并修正现有的物理模型或理论，在没
有观察到之前，就可以预料到某种新现象的发生。
很多自然现象并不是互相孤立的，而是相互联系的。
科学的美就在于能够把这种联系通过解析形式的物理定律表达出来。
但是，偶尔也会遇到这样的情况，即某些观察到的新现象不能用现有的理论来解释，在这种情况下就
应该建立新的物理模型。
新模型应尽可能地以现有的理论为基础，同时也要能够反映新现象的特点。
提出新模型或者新原理是一项严肃的工作，只有在现有理论尝试无用的时候才可为之。
提出新假设或新模型后，接下来就要围绕以下这些问题对他们进行反复的考察：“该模型能够足够精
确地描述观察到的实验现象吗？
根据该模型能够得出可靠的结构或者推论吗？
”模型的好坏取决于对这些问题的回答。
　　在20世纪20年代，人们就曾迫切需要建立一套理论来描述在原子级别上发生的现象。
在此之前，人们已经做过大量的观察实验，证实原子和电子的行为在很多方面不遵守经典力学的规律
。
因此，必须建立一套新的理论来描述这种小尺度的粒子行为。
后来，人们建立起了量子力学理论。
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编辑推荐

　　《固态电子器件(第6版)》被公认为论述半导体材料、物理、器件与工艺技术的经典入门教材，突
出强调基本的半导体物理概念，使学生不仅能牢固掌握当前各类半导体器件的工作原理，而且还能够
进一步应用这些概念去分析各种新型半导体器件的特性，将其灵活地应用于各种微电子及光电子的电
路与系统中。
　　书中主要内容包括：固体材料和半导体材料导电的基本知识，PN结、双极型晶体管、MOS场效
应晶体管以及光电子等各类半导体器件的工作原理、固态集成电路及其他相关的应用实例，发光二极
管器件、雪崩光电二极管和波导光电二极管以及太阳能电池方面的最新研究进展。
另外，书中还配有约200道练习题，供学生进一步复习、巩固并扩展课本中所学的基本概念。

Page 8



第一图书网, tushu007.com
<<固态电子器件>>

版权说明
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